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МАТРИЦА РАССЕЯНИЯ ГЕЛИКОНОВОГО ВЕНТИЛЯ

Геликоновые вентили относятся к классу невзаимных пассив­
ных устройств. Их невзаимные свойства проявляются в изменении 
передаточной функции при перемене местами подключенных генера-
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тора и нагрузки. В работах [2, 3, 5] при определении коэффициен­
та передачи использованы классически нормированные матрицы 
параметров [Z) и [У], найденные на основе метода контурных токов 
и узловых напряжений.

Анализ цепей методом полюсов основан на волновой матрице 
рассеяния [4], широко применяемой в теории цепей с распределенны­
ми параметрами. Использование волновых матриц при анализе це­
пей с сосредоточенными параметрами позволяет проводить анализ 
по единой методике как в области низких, так и в области высоких 
частот. Особенно наглядно преимущества матрицы рассеяния про­
являются при анализе невзаимных устройств, поскольку сами эле­
менты матрицы рассеяния представляют собой передаточные и вход­
ные функции исследуемого многополюсника.

Рассмотрим схему геликонового вентиля [3], состоящего из 
двух катушек индуктивности Lx и L2, намотанных перпендикулярно 
друг другу на полупроводниковую пластину из антимоннда индия 
«-типа толщиной 2d и конденсатора С. Вентиль подключен к источ­
нику и нагрузке с помощью кабеля с волновым сопротивлением Z. 
Обозначим через U f, U~, V f ,  Щ  нормированные волны напряжения 
падающих и отраженных волн на входах вентиля.
Выберем значения индуктивностей Lx =  La =  L0 и значения вол­
новых сопротивлений линий передачи Zx — Z2 =  Z0. Нормирован­
ные по отношению к Z0 величины реактивных проводимостей 1/юL0 
и соС0 обозначим соответственно через y L =  Z0 / coL0 и у с— Z0(nC. 
Тогда нормированная матрица [У] параметров вентиля может быть 
записана в виде
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проводника; pn — подвижность электронов; В0 — индукция внешнего 
постоянного магнитного поля.

Зная элементы матрицы [У], найдем волновую матрицу рассея­
ния [51 по формуле преобразования матриц

[5] =  ([1]-[У])-([1] +  [П Г 1. (2)

Здесь [1] — единичная матрица;
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Поскольку в матрице [S] S12 ф  S 2i. то рассматриваемый четы­
рехполюсник является необратимым и может быть представлен в 
виде каскадного соединения обратимого четырехполюсника и идеаль­
ного преобразователя мощности [1]. Условием согласования венти­
ля по входу и по выходу является равенство нулю Sj£ и S22. Внедиа- 
гональные элементы матрицы рассеяния являются коэффициентами 
передачи вентиля в прямом (+ ) и обратном (—) направлениях
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При оптимизации параметров вентиля добиваемся максимума К+ 
и минимума К~-
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